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Beschrieben wird eine elektronische Anordnung mit 
elektrischen Kontakten (1) zumindest auf einer ersten 
Oberflache (2) der elektronischen Anordnung zur Kontak- 
tierung der elektronischen Anordnung, wobei auf der er- 
sten Oberflache (2) zumindest eine flexible Erhebung (3) 
aus einem isolierenden Material angeordnet ist und die 
flexible Erhebung (3) zumindest eine Ausnehmung (5, 6} 
aufweist und 

die Oberflache (10, 11) der flexiblen Erhebung (3) zur Bit- 
dung eines elektrischen Kontaktes (1) zumindest teiiweise 
mit einem elektrisch leitenden Material (8) bedeckt ist. 
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Beschreibung 



Die vorliegende Erfindung betrifft eine elektronische An- 
ordnung mit elektrischen Kontakten zumindest auf einer er- 
sten Oberflache der elektronischen Anordnung, die zur Kon- 
taktierung der elektronischen Anordnung dienen. Die elek- 
tronische Anordnung kann dabei beispielsweise als elektro- 
nisches Bauelement oder als Bauelernenttrager ausgebildet 
sein. 

Problematisch bei einer Kontaktierung dieser Anordnun- 
gen, beispielsweise uber Lotkugeln, Kontaktstifte oder di- 
rekte Lotverbindungen zwischen der elektronischen Anord- 
nung und einer weiteren Anordnung (z. B. zwischen einem 
Bauelement und einem Trager, auf den das Bauelement 
montiert werden soli) ist dabei, daB es bei thermischer Bean- 
spruchung zu einer unterschiedlichen Langenausdehnung 
der elektronischen Anordnungen kommen kann. Folge sind 
mechanische Spannungen an den Lotverbindungen zwi- 
schen den elektronischen Anordnungen (also z. B. zwischen 
dem Bauelernenttrager und dem elektronischen Bauele- 
ment). Solche Spannungen konnen jedoch auch durch an- 
dere, mechanische Belastungen der Anordnungen auftreten, 
Eine Folge dieser Spannungen ist die Gefahr einer Bescha- 
digung oder Zerstorung der Lotverbindungen zwischen den 
elektronischen Anordnungen. 

Aus dem Stand der Technik ist aus US 5,685,885 bekannt, 
elektrische Kontakte auf einer flexiblen Schicht anzuordnen. 
Diese erweist sich jedoch als nicht ausreichend elastisch, um 
die auftretenden mechanischen Spannungen optimal aufzu- 
nehmen. AuBerdem ist die Herstellung von Bauelementen 
mit der dort offenbarten Schicht relativ aufwendig. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine 
elektronische Anordnung sowie ein Verfahren zu deren Her- 
stellung bereitzustellen, durch welche eine groBere Unemp- 
findlichkeit gegen mechanische Spannungen im Bereich der 
elektrischen Kontakte gegeben ist. 

Diese Aufgabe wird gelost durch die Merkmale der Pa- 
ten tanspruche 1, 10 und 11. 

ErfindungsgernaB ist vorgesehen, daB auf der ersten Ober- 
fiache der elektronischen Anordnung, auf der die elektri- 
schen Kontakte der Anordnung angeordnet sind, zumindest 
eine flexible Erhebung aus einem isolierenden Material vor- 
gesehen ist, wobei zumindest ein elektrischer Kontakt auf 
der zumindest einen flexiblen Erhebung in Form eines elek- 
trisch leitenden Materials angeordnet ist, das zumindest teil- 
weise die Oberfiache der flexiblen Erhebung bedeckt. Man- 
erreicht damit eine elastische Anbringung der elektrischen 
Kontakte auf dem elektronischen Bauelement, so daB bei ei- 
ner thermischen oder mechanischen Beanspruchung des 
Bauelements die entsprechenden Spannungen durch die fle- 
xible Erhebung aufgefangen werden. Dies ist bei einer Erhe- 
bung, im Gegensatz zu einer durchgehenden Schicht nach 
dem Stand der Technik, viel besser moglich, da die Erhe- 
bung eine groBere Bewegungsfreiheit aufweist und daher 
groBere Toleranzen ausgleichen kann. Die flexible Erhe- 
bung weist dabei eine Ausnehmung auf, wodurch die Flexi- 
bility der Erhebung noch erhoht werden kann. 

Grundsatzlich kann auch die gesamte flexible Erhebung 
aus einem flexiblen und elektrisch leitfahigen Material her- 
gestellt sein, so daB die leitende Verbindung nicht durch ei- 
nen separaten Leitungspfad aus einem anderen Material, 
sondern durch das flexible Material selbst hergestellt wird. 
Hierzu sind jedoch sehr spezifische Materialien notig, die 
die Auswahl an flexiblen Materialien und deren Zusammen- 
setzung einschranken. AuBerdem sind solche Materialien in 
der Regel hochohmiger als ein reines Leitungsmaterial, wel- 
ches einen Leitungspfad biidet. Bei der bevorzugten erfin- 
dungsgemaBen Lbsung, bei der das elektrisch leitende Ma- 



terial die Oberflache der flexiblen Erhebung bedeckt, ist so- 
mit eine separate Optimierung des flexiblen Verbal tens und 
des Leitungsverhaltens der Erhebung moglich. 

Eine spezielle Bedeutung hat diese erftndungsgemaBe 

5 Anordnung bei elektronischen Bauelementen, deren GroBe 
beispielsweise weitgehend der GrbBe der elektronischen 
Schaltung, bzw. des Schaltungschips des Bauelementes ent- 
sprechen kann, wie bei sogenannten Chip-Size-Bauelemen- 
ten. Gerade in diesem speziellen Fall sind auBer der elektro- 

to nischen Schaltung bzw. auBer dem Schaltungschip praktisch 
keine weiteren Gehauseelemente vorgesehen, die Spannun- 
gen am elektronischen Bauelement abfangen konnen. Es be- 
steht bei solchen Bauelementen eine besonders hohe Gefahr 
der Beschadigung oder Zerstorung der elektrischen Kon- 

15 takte. Gerade in solch einem Fall kann durch eine flexible 
Erhebung, wie sie erflndungsgemaB vorgeschlagen wird, 
das Auftreten zu hoher mechanischer Spannungen vermie- 
den werden und somit die Betriebssicherheit des Bauele- 
ments garantiert werden. Die erfindungsgemaBe Lehre kann 

20 jedoch auch bei beliebigen anderen elektronischen Anord- 
nungen eine vorteilhafte Anwendung finden. 

Die elektrischen Kontakte des elektronischen Bauele- 
ments sind somit auf einer flexiblen Erhebung angeordnet, 
die die auftretenden mechanischen Spannungen ausgleicht. 

25 Um eine leitende Verbindung zu einem elektrischen Kontakt 
auf einer Erhebung herzustellen, kann beispielsweise vorge- 
sehen sein, daB ein Leitungspfad auf der auBeren Oberflache 
der flexiblen Erhebung angeordnet ist, also auBerhalb der 
Ausnehmung. Als Alternative zu einem Leitungspfad auf 

30 der auBeren Oberflache der flexiblen Erhebung kann auch 
ein Leitungspfad in der Ausnehmung der flexiblen Erhe- 
bung angeordnet sein. Die leitende Verbindung wird somit 
uber die innere Oberflache der flexiblen Erhebung, also uber 
die durch die Ausnehmung gebildete Oberflache, gefuhrt. 

35 Es kann nun beispielsweise eine elektronische Schaltung 
in der elektronischen Anordnung vorgesehen sein, die lei- 
tend mit den elektrischen Kontakten verbunden wird. Die 
elektronische Schaltung kann beispielsweise direkt an die 
flexible Erhebung angrenzen, es kann jedoch auch vorgese- 

40 hen sein, daB zwischen der flexiblen Erhebung und der elek- 
tronischen Schaltung noch zusatzliche Leiterzuge angeord- 
net sind, so daB die flexible Erhebung von der elektroni- 
schen Schaltung beabstandet angeordnet werden kann. 
Sofem weitere Leiterzuge, beispielsweise zwischen einer 

45 elektronischen Schaltung und der flexiblen Erhebung, vor- 
gesehen sind, konnen diese auf einer isolierenden Schicht, 
die zumindest teilweise die erste Oberflache des elektroni- 
schen Bauelementes bedeckt, angeordnet sein, wobei die 
isolierende Schicht an die flexible Erhebung angrenzt. Dies 

50 hat den Vorteil, daB eine Strukturierung der Leiterzuge bei- 
spielsweise durch eine indirekte Strukturierung, namlich 
durch eine Strukturierung der isolierenden Schicht, erfolgen 
kann. 

Die Ausnehmung, die in der flexiblen Erhebung vorgese- 
55 hen ist, kann in unterschiedlicher Weise ausgebildet sein. Es 
kann vorgesehen werden, daB sich die Ausnehmung parallel 
zur ersten Oberflache in die flexible Erhebung erstreckt. Ins- 
besondere kann hierbei die Ausnehmung durch eine Einker- 
bung der Oberflache der flexiblen Erhebung parallel zur er- 
60 sten Oberflache gebildet werden. Die Ausnehmung konnte 
jedoch auch beispielsweise die Form eines Kanals oder ei- 
ner Rohre durch die flexible Erhebung aufweisen. 

Altemativ kann vorgesehen sein, daB sich die Ausneh- 
mung senkrecht zur ersten Oberflache in die flexible Erhe- 
65 bung erstreckt. Die Ausnehmung kann dabei beispielsweise 
durch eine trogformige oder grabenformige Einkerbung der 
Oberflache der flexiblen Erhebung senkrecht zur ersten 
Oberflache gebildet werden, sie kann jedoch auch beispiels- 
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weise als kesselfbrmige Aushohlung der fiexiblen Erhebung 
senkrecht zur ersten Oberflache gebildet sein. 

Durch eine entsprechende Formgebung der Ausnehmung 
der fiexiblen Erhebung kann erreicht werden, daB die flexi- 
ble Erhebung eine noch weitergehende Verbesserung ihre 
Flexibility erfahrt. Dies wird durch die Verringerung der 
Querschnittsflache der fiexiblen Erhebung erreicht, die 
durch die Ausnehmung bewirkt wird. 

Andererseits kann jedoch auch die Formgebung der fiexi- 
blen Erhebungen so aufeinander abgestimmt werden, daB je- 
weils zwei flexible Erhebungen miteinander zusammenwir- 
ken und dabei einen elekirischen Kontakt bilden konnen. So 
kann beispielsweise jeweils eine Erhebung, deren Ausneh- 
mung sich parallel zur ersten Oberflache erstreckt, mit je- 
weils einer Erhebung, deren Ausnehmung sich senkrecht zur 
ersten Oberflache erstreckt, entsprechend einem Druck- 
knopfprinzip zusammenwirken, wobei die erste Erhebung in 
die Ausnehmung der zweiten Erhebung eingreift Auf diese 
Weise konnen beispielsweise elektrische Kontakte innerhalb 
von elektronischen Modulen gebildet werden, so daB eine 
leitende Verbindung von einer ersten elektronischen Anord- 
nung zu einer zweiten elektronischen Anordnung hergestellt 
werden kann. Die erste Anordnung kann dabei beispiels- 
weise als elektronisches Bauelement ausgebildet sein, die 
zweite Anordnung als Bauelementtrager oder auch als wei- 
teres elektronisches Bauelement. 

Im folgenden wird ein erfindungsgemaBes Verfahren zur 
Herstellung einer elektronischen Anordnung, wie sie vorste- 
hend beschrieben wurde, dargestellt. Es wird hierbei in ei- 
nem ersten Schritt eine isolierende Schicht auf die erste 
Oberflache aufgebracht, so daB die isolierende Schicht zu- 
mindest teilweise die erste Oberflache bedeckt. Anschlie- 
Bend wird eine Vertiefung in die isolierende Schicht struktu- 
riert oder die Oberflache der isolierenden Schicht zumindest 
in dem Bereich aufgerauht, auf oder neben den die flexible 
Erhebung plaziert werden soli. Dann wird die isolierende 
Schicht zumindest im Bereich der mindestens einen Vertie- 
fung mit einer Metallisierung versehen. SchlieBlich wird die 
flexible Erhebung uber der mindestens einen Vertiefung 
oder unmittelbar benachbart zu der mindestens einen Vertie- 
fung angeordnet und es erfolgt die Bildung der Ausneh- 
mung mit Hilfe eines Lasers. Dieses Verfahren erweist sich 
als besonders vorteilhaft, da nicht eine reine Laserstrukturie- 
rung durchgefuhrt wird, die eventuell zu ungenau fur die Er- 
zeugung der gewiinschten Ausnehrnungen ist oder nur mit 
relativ aufwendigen Mitteln durchfuhrbar ist. Es wird viel- 
mehr ausgenutzt, daB durch die zuvor erfolgte Bildung einer 
Verde rung in der isolierenden Schicht so wie deren anschlie- 
Bende Metallisierung ein fokussierender Spiegel auf der er- 
sten Oberflache erzeugt wird, der bei einer entsprechenden 
Anordnung der Vertiefung sowie der fiexiblen Erhebung die 
auf die flexible Erhebung einwirkende Laserstrahlung zu- 
satzlich fokussiert, so daB die Bildung der Ausnehmung in 
der gewiinschten Form erreicht oder gegebenenfalls unter- 
stutzt wird. Wird beispielsweise die flexible Erhebung direkt 
uber der Vertiefung angeordnet, so erhait man durch eine 
Bestrahlung mit einem Laser senkrecht zur ersten Oberfla- 
che nicht eine trichterformige, sondern eine trog- oder kes- 
selfbrmige Aushohlung der fiexiblen Erhebung. Wird dage-' 
gen die flexible Erhebung unmittelbar benachbart zu einer 
oder mehreren Vertiefungen angeordnet, so erreicht man bei 
einer Bestrahlung mit einem Laser senkrecht zur ersten 
Oberflache eine Fokussierung der Laserstrahlung auf die 
Seitenwande der fiexiblen Erhebung, so daB eine Einker- 
bung parallel zur ersten Oberflache gebildet wird. Analoges 
gilt, wenn statt einer Vertiefung eine rauhe Oberflache auf 
der isolierenden Schicht erzeugt wird, die dann metallisiert 
wird. Hier entsteht ein streuender Reflexionsspiegel, der das 
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auftrefrTende Licht in verschiedenste Raumrichtungen zu- 
riickstreut und damit ebenfalls eine Strukturierung der Aus- 
nehmung in Richtungen eriaubt, die von der (idealerweise 
senkrechten) Einfallsrichtung der Laserstrahlung abwei- 
5 chen. Das Aufbringen der Metallisierung stellt keinen zu- 
satzlichen Verfahrensschritt dar, da die Metallisierung auch 
gleichzeitig zur Bildung von Leitungspfaden oder Leiter- 
bahnen auf der elektronischen Anordnung verwendet wer- 
den kann. 

10 Das Aufbringen der isolierenden Schicht auf der ersten 
Oberflache erfolgt bevorzugt durch einen DruckprozeB, der 
einfach und kostengiinstig und trotzdem mit der erforderli- 
chen Genauigkeit durchfuhrbar ist Ebenso kann auch das 
Aufbringen der fiexiblen Erhebung durch einen solchen 
15 DruckprozeB erfolgen. Die Bildung der mindestens einen 
Vertiefung in der isolierenden Schicht kann ebenfalls,. wie 
auch die Bildung der Ausnehmung, mit Hilfe eines Lasers 
erfolgen. 

Das leitende Material zur Herstellung der Leiterziige bzw. 
20 der Leitungspfade und der elektrischen Kontakte kann durch 
iibliche Verfahren, wie beispielsweise Sputtermetailisierung 
oder chemische Metallisierung auf die flexible Erhebung 
bzw. auf die isolierende Schicht aufgebracht werden. Spe- 
zielle Verfahren hierzu sind in WO 98/55 669 und 
25 WO 99/05 895 beschrieben, wobei zunachst eine Keimbil- 
dung in einer isolierenden Schicht erfolgt und anschlieBend 
eine Metallisierung dieser Bereiche erfolgt. Als Alternative 
zu diesen Verfahren aus dem Stand der Technik kann vorge- 
sehen werden, daB durch eine Laserbehandlung der Oberfla- 
30 che der fiexiblen Erhebung und gegebenenfalls auch der fie- 
xiblen Schicht oder durch ein anderes geeignetes verfahren 
eine Aufrauhung dieser Oberflache erfolgt, die dem spater 
aufzutragenden leitenden Material der Metallisierung eine 
bessere Haftung bietet. Es kann dabei auch vorgesehen wer- 
35 den, daB vor den Aufbringen der Metallisierung und nach 
der Oberflachenaufrauhung Metallkeime oder andere geeig- 
nete Keime auf die rauhe Oberflache aufgebracht werden, 
die aus jedem geeigneten Material bestehen konnetf, z. B. 
aus Palladium. 

40 Spezielle Ausfuhrungsformen der vorliegenden Erfin- 
dung werden nachfolgend anhand der Fig. 1 bis 24erlautert. 
Hierbei wird beispielhaft auf ein Chipsize-Halbleiterbauele- 
ment Bezug genommen. 
Es zeigen: 

45 Fig. 1 Halbleiterchip nach Aufdrucken einer isolierenden 
Schicht. 

Fig. 2 Strukturieren einer Vertiefung in die isolierende 
Schicht mit Hilfe eines Lasers. 

Fig. 3 Aufbringen einer Metallisierung auf die isolierende 
50 Schicht. 

Fig. 4 Aufbringen -einer fiexiblen Erhebung auf die Metal- 
lisierung. 

Fig. 5 Strukturieren einer kesselfbrmigen Ausnehmung in 
die flexible Erhebung. 
55 Fig. 6 Metallisierung der Oberflache der fiexiblen Erhe- 
bung. 

Fig. 7 Aufdrucken der fiexiblen Erhebung auf eine Kon- 
taktflache. 

Fig. 8 Flexible Erhebung nach dem Aufdrucken auf eine 
60 Kontaktflache. 

Fig. 9 Halbleiterchip nach dem Aufdrucken einer isolie- 
renden Schicht. 

Fig. 10 Strukturieren zweier Vertiefungen in die isolie- 
rende Schicht mit Hilfe «ines Lasers. 
65 Fig. 1 1 Aufbringen einer Metallisierung auf die isolie- 
rende Schicht. 

Fig. 12 Aufbringen einer fiexiblen Erhebung zwischen 
die Vertiefungen. 
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Fig. 13 Strukturieren von Einkerbungen in die Seiten- 
wande der flexiblen Erhebung mit Hilfe eines Lasers. 

Fig. 14 Metallisierung der Oberflache der flexiblen Erhe- 
bung. 

Fig. 15 Zusammenfuhren einer flexiblen Erhebung mit 5 
Einkerbungen und einer flexiblen Erhebung mit kesseltor- 
miger Aushohlung. 

Fig. 16 Eingreifen der flexiblen Erhebung mit Einkerbun- 
gen in die flexible Erhebung mit kesselformiger Aushoh- 
lung. 10 

Fig. 17 Schematische Gesamtansicht der elektrischen 
Verbindung eines elektronischen Bauelementes zu einer 
elektronischen Anordnung gemaB Fig. 8. 

Fig. 18 Wie Fig. 17, jedoch mit einer elektrischen Verbin- 
dung gemaB Fig. 16. 15 

Fig. 19 Wie Fig. 17, jedoch mit einer elektrischen Verbin- 
dung gemaB Fig. 14. 

Fig. 20 bis 24 Weitere Alternativen fur flexible Erhebun- 
gen. 

Die Fig. 1 bis 6 beschreiben die Herstellung einer flexi- 20 
blen Erhebung, die zur Kontaktierung eines elektronischen 
Bauelementes wie beispielsweise eines Chipsize-Halbleiter- 
bauelements, Anwendung finden kann. Es wird hierbei zu- 
nachst auf eine erste Oberflache 2 eines Halbleiterchips 9 
eine isolierende Schicht 7 aufgebracht. Das Aufbringen die- 25 
ser Schicht sowie gegebenenfalls eine erste Strukturierung 
kann beispielsweise durch einen DruckprozeB auf einfache 
Weise erfolgen. AnschlieBend erfolgt die Strukturierung ei- 
ner Vertiefung 12 in die isolierende Schicht 7, wobei diese 
Strukturierung grundsatzlich auf beliebige Weise erfolgen 30 
kann, beispielsweise bereits im Rahmen des vorgenannten 
Druckprozesses, oder auch mit Hilfe eines Lasers, wie in 
Fig. 2 dargestellt. 

Es kann dabei auch eine Aufrauhung der Oberflache der 
isolierenden Schicht 7 mit Hilfe eines Lasers zumindest in 35 
denjenigen Bereichen erfolgen, in denen in einem spateren 
Schritt die Metallisierung 4 gebildet werden sollen. Die 
rauhe Oberflache sorgt dabei insbesondere fur eine bessere 
Haftung des leitenden Materials der Metallisierung 4 auf der 
Oberflache. Ein analoger Schritt kann in einem spateren 40 
Verfahrensstadium auch fur die Oberflache der flexiblen Er- 
hebung 3 erfolgen, um eine bessere Haftung des elektrisch 
leitenden Materials 8 zu erzeugen. 

Die Aufrauhung der Oberflache der isolierenden Schicht 
7 kann aber auch oder zusatzlich in dem Bereich erfolgen, 45 
auf oder neben dem spater die flexible Erhebung 3 aufge- 
bracht wird. Wurde, wie vorstehend beschrieben, an dieser 
Stelle eine Vertiefung 12 erzeugt, so erfolgt eine Aufrau- 
hung der Oberflache der Vertiefung 12. Es kann jedoch auf- 
grund einer solchen Oberflachenaufrauhung gegebenenfalls 50 
sogar auf eine Vertiefung 12 verzichtet werden. Man erhalt 
dann eine rauhe Oberflache auf der isolierenden Schicht 12, 
auf der eine ebenfalls rauhe Metallisierung 4 erzeugt wird. 
Wahrend die Vertiefung 12 nach Metallisierung wie ein fo- 
kussie render Spiegel wirkt, so wirkt die rauhe Oberflache 55 
mit Metallisierung 4 wie ein streuender Reflexionsspiegel, 
der senkrecht auftreffendes Licht in unterschiedliche Rich- 
tungen zuruckreflektiert, die in der Regel nicht mit der Ein- 
fallsrichtung ubereinstimmen. 

Nach der Strukturierung der Vertiefung 12 und gegebe- 60 
nenfalls einer Aufrauhung der Oberflache der isolierenden 
Schicht erfolgt die Aufbringung einer Metallisierung 4 auf 
die isolierende Schicht 7, so daB die isolierende Schicht 7 
zumindest teilweise von der Metallisierung 4 bedeckt ist. 
Zumindest wird jedoch dabei der Bereich der Vertiefung 12 65 
von der Metallisierung 4 bedeckt. Die Strukturierung der 
Vertiefung 12 oder der Aufrauhung und die Aufbringung der 
Metallisierung 4 erfolgt derart, daB fur die spateren Schritte 
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ein Spiegel mit der gewunschten Fokussierungswirkung fur 
die spateren Verfahrensschritte gebildet wird. Es soli im fol- 
genden lediglich auf eine Vertiefung 12 eingegangen wer- 
den. 

Es erfolgt nun die Aufbringung einer flexiblen Erhebung 
3 im Bereich der Vertiefung 12, so daB die Vertiefung 12 von 
der flexiblen Erhebung 3 bedeckt wird. Dieses Aufbringen 
der flexiblen Erhebung kann ebenfalls auf beliebige Weise, 
wie beispielsweise durch einen DruckprozeB, erfolgen. An- 
schlieBend erfolgt die Strukturierung einer Aiisnehmung 5 
in die flexible Erhebung 3, wobei mit Hilfe eines Lasers 
senkrecht zur Oberflache 2 des Halbleiterchips 9 auf die 
Oberflache 10 der flexiblen Erhebung 3 eingewirkt wird. 
Die Laserstrahlung dringt dabei zunachst ausgehend von der 
Oberflache 10 der flexiblen Erhebung 3 in die flexible Erhe- 
bung 3 ein, wodurch bereits der erste Teil der Ausnehmung 
5 in der flexiblen Erhebung 3 strukturiert wird. Durch die 
zusatzliche Reflexions wirkung und Fokussierungswirkung 
des Spiegels, der in der Vertiefung 12 gebildet wurde, erhalt 
die Ausnehmung 5 eine trogformige oder kesselformige 
Struktur mit einer inneren Oberflache U. Eine solche Struk- 
tur ist gunstiger im Hinblick auf die Flexibility und Stabili- 
ty der flexiblen Erhebung als eine reine trichterformige 
Ausnehmung. Wird zusatzlich zur Vertiefung 12 oder statt 
der Vertiefung 12 eine rauhe Oberflache vorgesehen, die 
metallisiert wurde, so erhalt man die trogformige oder kes- 
selformige Struktur auch oder ausschlieBlich durch die 
streuende Reflexions wirkung der rauhen Oberflache. 

SchlieBlich erfolgt eine Metallisierung der Oberflache 10, 
11 der flexiblen Erhebung 3, wobei grundsatzlich auch nur 
eine teilweise Metallisierung der Oberflache, beispielsweise 
nur der auBeren Oberflache 10 oder auch nur der inneren 
Oberflache U der flexiblen Erhebung erfolgen kann. Dies 
richtet sich nach der gewunschten Koritaktierungsart, wie 
im spateren noch ausgefuhrt wird. Es muB lediglich sicher- 
gestellt werden, daB eine elektrisch leitende Verbindung des 
nunmehr gebildeten elektrischen Kontaktes 1 zu eventuell 
vorhan denen Leitungspfaden oder Leiterzugen 4 hergestelit 
werden kann. 

Zur Kontaktierung des Halbleiterchips 9 kann nunmehr 
vorgesehen werden, wie in Fig. 7 dargestellt, daB die flexi- 
ble Erhebung, die den elektrischen Kontakt 1 bildet, auf eine 
Kontaktflache einer anderen elektronischen Anordnung 14, 
beispielsweise eines Chiptragers, aufgepreBt wird. Im vor- 
liegenden Beispiel ist es hierzu notig, daB zumindest die au- 
Bere Oberflache 10 der flexiblen Erhebung 3 eine Metallisie- 
rung 8 aufweist. Nach dem Aufpressen der flexiblen Erhe- 
bung 3 auf die Kontaktflache 13 wird die flexible Erhebung 
durch den AnpreBdruck verformt, wie in Fig. 8 dargestellt, 
wodurch eine flexible Kontaktierung, d. h., eine flexible, 
elektrisch leitende Verbindung, zwischen dem Halbleiter- 
chip 9 und der weiteren elektronischen Anordnung 14 ent- 
steht. 

Eine schematische Gesamtansicht eines Halbleiterchips 9 
mit elektrischen Verbindungen nach dem Prinzip von Fig. 8 
ist in Fig. 17 dargestellt. Der Halbleiterchip weist dabei 
mehrere flexible Erhebungen auf, die die elektrischen Kon- 
takte la bis If bilden. Diese elektrischen Kontakte la bis If 
stellen eine elektrisch leitende Verbindung zu Kontaktfla- 
chen 13a bis 13f einer weiteren elektronischen Anordnung 
14 her. Von jedem der elektrischen Kontakte la bis If fuhren 
Leiterziige 4a bis 4f weg, die beispielsweise mit einer elek- 
tronischen S chaining verbunden sein konnen. 

Ein alternatives Verfahren zur Herstellung einer flexiblen 
Erhebung ist in den Fig. 9 bis 12 dargestellt. Hierbei erfolgt 
zunachst ebenfalls das Aufbringen einer isolierenden 
Schicht auf einem Halbleiterchip 9. Dieser Verfahrensschritt 
entspricht somit dem Verfahrensschritt nach Fig. 1 . 
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AnschlieBend erfolgt die Strukturierung einer oder meh- 
rerer Vertiefungen 12 in die isolierende Schicht 2, wobei ini 
voriiegenden Beispiel nach Fig. 10 zwei Vertiefungen dar- 
gestellt sind. Es kann jedoch auch beispielsweise eine ein- 
zige, ringfbrmige Vertiefung gebildet werden. Alternativ 5 
kann auch zusatzlich oder start der Bildung der Vertiefungen 
12 eine rauhe Oberfi ache erzeugt werden, die analog zur Be- 
schreibung der Fig. 1 folgende als streuender Reflexions- 
spiegel wirkt. Es soil im folgenden jedoch beispielhaft nur 
auf Vertiefungen 12 eingegangen werden. Die Strukturie- 10 
rung dieser Vertiefung oder Vertiefungen 12 kann ebenfalis 
mil Hilfe eines Lasers erfolgen. Danach erfolgt wiederum 
eine zumindest teilweise Metallisierung der isolierenden 
Schicht 7, zumindest jedoch im Bereich der Vertiefungen 
12. 15 

Die flexible Erhebung 3 wird nunmehr neben oder zwi- 
schen den Vertiefungen 12 angeordnet. Danach erfolgt die 
Strukturierung der Ausnehmungen in die flexible Erhebung, 
wobei wiederum ein Laser senkrecht zur ersten Oberflache 2 
des Halbleiterchips 9 auf die flexible Erhebung 3 einwirkt. 20 
Durch die Reflexionswirkung und Fokussierungswirkung 
der Vertiefungen 12, die wiederum als Spiegel wirken, wird 
die Laserstrahlung im Beispiel nach Fig. 13 auf die Seiten- 
wande der flexiblen Erhebung 3 gelenkt und bildet dabei 
Einkerbungen 6 in den Seitenwanden der flexiblen Erne- 25 
bung 3, die parallel zur ersten Oberflache 2 des Halbleiter- 
chips 9 angeordnet sind und eine innere Oberflache 11 auf- 
weisen. SchlieBlich erfolgt wiederum eine Metallisierung 
der Oberflache 10, 11 der flexiblen Erhebung 3, so daB diese 
Oberflache 10, 11 mit einem eiektrisch leitenden Material 8 30 
bedeckt ist, wodurch die flexible Erhebung 3 einen elektri- 
schen Kontakt 1 bildet. Wie in Fig. 19 dargestellt, kann ein 
solcher elektrischer Kontakt in Analogie zu Fig. 17 eben- 
falis auf Kontaktflachen 13 einer weiteren elektronischen 
Anordnung aufgepreBt werden. Fig. 19 zeigt hierbei die 35 
schematische Darstellung eines Halbleiterchips mit mehre- 
ren eiektrischen Kontakten la bis If, die auf Kontaktflachen 
13a bis 13f einer weiteren elektronischen Anordnung 14 
aufgepreBt werden. Es werden wiederum Leiterzlige 4a bis 
4f vorgesehen, die jeweils mit einem eiektrischen Kontakt 40 
la bis If in eiektrisch leitender Verbindung stehen. 

Bei einer entsprechend angepaBten Ausgestaltung der fle- 
xiblen Erhebungen kann jedoch auch ein Zusammenwirken 
zweier flexibler Erhebungen 3, 103 erreicht werden. Wie 
Fig. 15 zeigt, weist dabei eine der flexiblen Erhebungen 3 45 
eine trogformige oder kesselfbrmige Ausnehmung 5 auf, die 
andere flexible Erhebung 103 dagegen weist Einkerbungen 
106 auf. Die erste flexible Erhebung 3 bildet darnit einen 
eiektrischen Kontakt 1 einer ersten elektronischen Anord- 
nung 9, beispielsweise eines Halbleiterchips, die zweite fle- 50 
xible Erhebung 103 bildet einen eiektrischen Kontakt 101 
einer weiteren elektronischen Anordnung 109, beispiels- 
weise eines Chiptragers oder eines weiteren Halbleiterchips. 
Die erste flexible Erhebung 3 weist hierzu zumindest auf ih- 
rer inneren Oberflache 11 eine Metallisierung 8 auf, die 55 
zweite flexible Erhebung 103 zumindest auf der inneren 
Oberflache 111, die durch die Einkerbungen 106 gebildet 
wird. Wie Fig. 16 zeigt, greift nach einem Zusammenfuhren 
der beiden flexiblen Erhebungen bei angepaBter Formge- 
bung der beiden Erhebungen 3, 103 die zweite flexible Erne- 60 
bung 103 in die trogformige oder kesselformige Ausneh- 
mung 5 der ersten flexiblen Erhebung 3 ein. Die Einkerbun- 
gen 106 der zweiten flexiblen Erhebung 3 sorgen dabei fur 
ein Einrasten in der ersten flexiblen Erhebung 3 und verhin- 
dem ein Herausgleiten der zweiten flexiblen Erhebung 103 65 
aus der Ausnehmung 5 der ersten flexiblen Erhebung 3. Man 
erreicht damit auf einfache Weise die Bildung -einer stabilen 
und trotzdem flexiblen eiektrischen \ferbindung zwischen 
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dem Halbleiterchip 9 und einer weiteren elektronischen An- 
ordnung 109, wie beispielsweise einem Chiptrager. Eine 
solche elektrische Verbindung ist insbesondere zur Bildung 
elektronischer Module geeignet, da sie eine ausreichende 
Stabilitat und Flexibility der Module garantiert und gleich- 
zeitig ein einfaches AuswechseLn einzelner Elemente des 
Moduls erlaubt. In Fig. 18 ist eine Gesamtdarstellung eines 
solchen Moduls schematisch dargestellt, wobei ein Halblei- 
terchip 9 mehrere flexible Erhebungen 3a bis 3f aufweist, 
die elektrische Kontakte bilden, wobei flexible Erhebungen 
103a bis 103f einer weiteren elektronischen Anordnung 
109, wie beispielsweise eines Chiptragers, in die flexiblen 
Erhebungen 3a bis 3f zur Herstellung einer eiektrisch leiten- 
den Verbindung eingreifen. Es ist dabei jede der flexiblen 
Erhebungen 3a bis 3f und 103a bis 103f mit Leiterzugen 4a 
bis 4f bzw. 104a bis 104f verbunden. Diese Leiterziige kon- 
nen wiederum die elektrische Verbindung zu einer elektroni- 
schen Schaltung herstellen. 

Fig. 20 bis 23 zeigen weitere Beispiele fur Ausgestai- 
tungsmoglichkeiten der flexiblen Erhebung 3. Wiederum 
ausgehend von einer aufgedruckten flexiblen Erhebung 3, 
wie Fig. 20 zeigt, konnen die Ausnehmungen der flexiblen 
Erhebung 3 unterschiedlich strukturiert werden. Es konnen 
einander gegeniiberstehende Elemente stehenbleiben, wie in 
Fig. 21 dargestellt, wobei die einzelnen Elemente beispiels- 
weise eine sektorisierte Form aufweisen, wie die Draufsicht 
auf eine solche Erhebung 3 in Fig. 23 zeigt. Durch Zahl und 
GroBe der Sektoren sowie die Uefe der Ausnehmungen 
kann die Federwirkung der flexiblen Erhebung weker vari- 
iert werden. Es ist hier sogar moglkh, ein Ende des Feder- 
weges einzustellen, namlich denjenigen Punkt, in dem sich 
die einzelnen Sektoren aufgrund einer Verformung unter ei- 
nem senkrechten Druck auf die flexible Erhebung beriihren. 
Es kann jedoch auch nur ein einzelnes Element stehenblei- 
ben, wie in Fig. 22 dargestellt, das beispielsweise einem ein- 
zelnen Sektor oder zwei Sektoren aus Fig. 23 entspricht. 

Generell kann fur alle flexiblen Erhebungen die Federwir- 
kung auBerdem iiber die Art und Dicke der Schicht. des eiek- 
trisch leitenden Materials 8 auf der Oberflache der flexiblen 
Erhebung 3 eingestellt werden. In den Fig. 1 bis 23 wuirden 
stets Anordnungen dargestellt, bei denen praktisch die ge- 
samte Oberflache der Erhebung 3 mit einem eiektrisch lei- 
tenden Material 8 bedeckt ist. Es kann jedoch auch bei jeder 
dieser Anordnungen vorgesehen sein, tiaB nur ein Teil der 
Oberflache mit einem leitenden Material 8 bedeckt ist, wie 
beispielsweise in der Fig. 24 am Beispiel der auBeren Ober- 
flache dargestellt. Dies kann z. B. durch eine gezieite Auf- 
rauhung der auBeren Oberflache und eine anschlieBende 
Metallisierung, gegebenenfalls nach einer Bekeimung der 
aufgerauhten Oberflache, z. B. durch Palladium, erfolgen. 

Patentanspriiche 

1 . Elektronische Anordnung mit eiektrischen Kontak- 
ten (1) zumindest auf einer ersten Oberflache (2) der 
elektronischen Anordnung zur Kontaktierung der elek- 
tronischen Anordnung, dadurch gekennzeichnet, daB 
auf der ersten Oberflache (2) zumindest eine flexible 
Erhebung (3) aus einem isolierenden Material angeord- 
net ist und die flexible Erhebung (3) zumindest eine 
Ausnehmung (5, 6) aufweist und die Oberflache (10, 
11) der flexiblen Erhebung (3) zur Bildung eines eiek- 
trischen Kontaktes (1) zumindest teilweise mit einem 
eiektrisch leitenden Material <8) bedeckt ist. 

2. Elektronische Anordnung nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB sich die Ausnehmung (6) 
parallel zur ersten Oberflache <2) in die flexible Erhe- 
bung erstreckt. 
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3. Elektronische Anordnung nach Anspruch 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Ausnehmung (6) durch 
eine Einkerbung der auBeren Oberflache (10) der flexi- 
blen Erhebung (3) parallel. zur ersten Oberflache (2) ge- 
bildet wird. 5 

4. Elektronische Anordnung nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB sich die Ausnehmung (5) 
senkrecht zur ersten Oberflache (2) in die flexible Erhe- 
bung (3) erstreckt. 

5. Elektronische Anordnung nach Anspruch 4, da- 10 
durch gekennzeichnet, daB die Ausnehmung (5) durch 
eine trogformige oder grabenformige Einkerbung der 
auBeren Oberflache (10) der flexiblen Erhebung (3) 
senkrecht zur ersten Oberflache (2) gebildet wird. 

6. Elektronische Anordnung nach Anspruch 4, da- 15 
durch gekennzeichnet, daB die Ausnehmung (5) durch 
eine kesselformige Aushohlung der flexiblen Erhebung 
(3) senkrecht zur ersten Oberflache (2) gebildet wird. 

7. Elektronische Anordnung nach einem der Ansprii- 
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, das elektrisch lei- 20 
tende Material die auBere Oberflache (10) auBerhalb 
der Ausnehmung (5, 6) der flexiblen Erhebung (3) be- 
deckt. 

8. Elektronische Anordnung nach einem der Ansprii- 
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB das elektrisch 25 
leitende Material die innere Oberflache (11) innerhalb 
der Ausnehmung (5, 6) der flexiblen Erhebung (3) be- 
deckt. 

9. Elektronische Anordnung nach einem der Anspru- 

c he 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB die elektroni- 30 
sche Anordnung durch ein elektronisches Bauelement 
oder einen Bauelementtrager gebildet wird. 

10. Elektronisches Modul, aufweisend eine erste elek- 
tronische Anordnung nach Anspruch 2 und eine zweite 
elektronische Anordnung nach Anspruch 4, wobei je- 35 
weils eine flexible Erhebung (3) der ersten elektroni- 
schen Anordnung in die Ausnehmung (5) einer flexi- 
blen Erhebung (3) der zweiten Anordnung eingreift. 

11. Verfahren zur Herstellung einer elektronischen 
Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch 40 
gekennzeichnet, 

daB in einem ersten Schritt eine isolierende Schicht (7) 
zumindest teilweise auf die erste Oberflache (2) aufge- 
bracht wird, 

mindestens eine Vertiefung (12) in die isolierende 45 
Schicht (7) strukturiert wird und/oder eine rauhe Ober- 
flache zumindest in einem Teilbereich der isolierenden 
Schicht (7) erzeugt wird, 

die isolierende Schicht (7) zumindest im Bereich der 
mindestens einen Vertiefung (12) oder der rauhen 50 
Oberflache mit einer Metallisierung (4) versehen wird 
und 

die flexible Erhebung (3) uber der mindestens einen 
Veruefung (12) oder rauhen Oberflache oder unmittel- 
bar benachbart zu der mindestens einen Vertiefung (12) 55 
oder rauhen Oberflache angeordnet wird und 
die Bildung der Ausnehmung (5, 6) mit Hilfe eines La- 
sers erfolgt. 

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Aufbringung der isolierenden Schicht 60 
(7) durch einen DruckprozeB erfolgt. 

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Bildung der mindestens einen 
Veruefung (12) und/oder der rauhen Oberflache mit 
Hilfe eines Lasers erfolgt. 65 

14. Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 13, da- 
durch gekennzeichnet, daB nach der Aufrauhung der 
Oberflache der isolierenden Schicht (7) und vor dem 



Aufbringen Metallisierung (4) auf der Oberflache der 
isolierenden Schicht (7) eine Abscheidung von Keimen 
auf der Oberflache der isolierenden Schicht (7) erfolgt 

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Keime aus Palladium bestehen. 

16. Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 15, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Aufbringung der flexi- 
blen Erhebung (3) durch einen DruckprozeB erfolgt. 

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB nach dem Aufbringen der flexiblen Erhe- 
bung (3) eine Aufrauhung der Oberflache der Erhebung 
(3) zumindest in dem Bereich erfolgt, der mit elektrisch 
ieitendem Material (8) bedeckt werden soil, insbeson- 
dere mit Hilfe eines Lasers. 

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB nach der Aufrauhung der Oberflache der 
flexiblen Erhebung (3) und vor dem Aufbringen des 
elektrisch leitenden Materials (8) auf der Oberflache 
der Erhebung (3) eine Abscheidung von Keimen auf' 
der Oberflache der Erhebung (3) erfolgt. 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Keime aus Palladium bestehen. 
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